
Tema 1: 

Técnicas de Fabricación y          
procesado (en semiconductores)





1.1. Obleas: tratamientos y recubrimientos
 

 - Obleas

 - Recubrimientos

 - Dopados (difusión/implantación) y recocidos



OBLEAS: definición

MATERIALES CRISTALINOS 
Estructura diamante (IV: C, Si, Ge)

Estructura zinc-blenda (III-V: GaAs, InP, InAs)



OBLEAS: crecimiento

El material base 
hay que 
obtenerlo por 
métodos de 
crecimiento en 
volumen

Método de Czochralski

LEC / VGF



OBLEAS: preparación



LIMPIEZA

EVALUACION DE DEFECTOS E 
IMPERFECCIONES SUPERFICIALES

EVALUACION DE PROPIEADES 
MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS

SELLADO-LIMPIO

- CORTE DE OBLEAS (SAWING)
Sierra fina diamante (disco/anular)
-REDONDEADO Y DESBASTADO 
(surface GRINDING)
Herramienta 
- PULIDO GRUESO (LAPPING)
Polvo abrasivo 10-15 μm
- ATAQUE QUÍMICO (CHEMICAL 
ETCHING)
4:1:3 HNO3:HF:CH3COOH (Si)
- PULIDO FINO (POLISHING)
Suspensiones coloidales 0.05- 0.3 μm

OBLEAS: preparación



Cristales con 
orientaciones
específicas

OBLEAS: preparación

CORTE 

Sierra disco

Sierra hilo

GRINDING

Torno - abrasivo



OBLEAS: preparación



PREPARACIÓN DE LA OBLEAS

Identificación de las obleas
(1) Identificador mecánico para
etapas de conformado
(2) Identificación orientación y 
tipo cond.

-AFM, perfilómetro, rayos X, 
SEM-TEM
-Medidas eléctricas (Hall)
-Fotoluminiscencia
-Medidas mecánicas

Manual 
LoadOSA Optics

Epi and coating 
defects, and film 
uniformity on 
wafers 2" - 200mm 
diameter. Particle 
sensitivity is 0.3 
μm.

Cassett
e LoadOSA Optics

Surface defect 
inspection for 
transparent and 
opaque wafers, 2" 
- 300mm 
diameter. Detect 
microscratches, 
and <0.08 μm 
diameter particles.

Manual 
LoadX-Beam Optics

Key ApplicationsPlatfor
mTechnology

Wafer Inspection



OBLEAS:  DEFINICIÓN Y REQUERIMIENTOS

Pulido en 1 – 2 carasAcabado de la superficie 

From 2° to 10° off Des-orientación 

<100> , <111> Orientación

Tipo P o  NTipo conductividad

500400500500500350 ~ 675 Espesor (μm) 

2"2"2"2"2"2“- 6" Diámetro 

InSbInPInAsGaSbGaPGaAsOBLEA

- Aislante o semi-aislante.
- Alta uniformidad de los parámetros eléctricos.
- Calidad de superficie excelente para crecimiento epitaxial.
- Otras especificaciones bajo encargo. 



OBLEAS:  DEFINICIÓN Y REQUERIMIENTOS

EPIP/E590-6101E8(100) off 2° <110>UNDOPEDSI76.2VGF

EPIP/E590-6101E8(100) off 2° <110>UNDOPEDSI76.2VGF

EPIP/E3150-32502E4(100)UNDOPEDSI76.2VGF

EPIP/E475-525(1-4)E7(100)UNDOPEDSI76.2LEC

EPIP/E3150-32502E4(100)UNDOPEDSI76.2VGF

TESTP/E450-550<1.0(100)TeN76.2VGF

TESTP/E450-550<1.0(100)TeN76.2VGF

EPIP/E475-525<1.0(100)TeN76.2LEC

EPIP/E600-650<1.0(100)SiN76.2LEC

GradeSurfaceThicknessResistivityOrientationDopantTypeDia.Growth
Method

GaAs

InP



LIMPIEZA DE LA OBLEA

SALA LIMPIA



LIMPIEZA DE LA OBLEA

- Diferente naturaleza contaminación (todo lo que no debería estar). 
- Si las de menor tamaño superan el 10% se considera “crítico”.
- Limpieza después de cierta etapa de procesado y antes  de otra cierta etapa de procesado. Particularmente 
será necesario antes de utilizarla a temperaturas elevadas. 
- Es particularmente crítico en microelectrónica y, evidentemente, en nuestra actual nanotecnología.



LIMPIEZA DE LA OBLEA

OBJETIVOS

1. Prevenir o enmascarar la introducción de dopantes por 
difusión o implantación. 
2. Disminuir o impedir la adherencia de las capas 
depositadas. 3. Causar reacciones químicas no deseadas.
5. Alterar la estructura cristalina del substrato y, por 
tanto, sus parámetros ópticos y eléctricos. the silicon
crystal structure
6. Conducir a inestabilidades de los parámetros eléctricos 
a largo plazo.
7. En fin, causar degradación o deterioros irreversible.



LIMPIEZA DE LA OBLEA
Se han evaluado muchos procesos en Si.
Se pueden dividir en dos categorías:
- Antes de
- Después de una metalización

El proceso seleccionado debe hacer desaparecer una 
cierta variedad de contaminantes y no llevarse nada de 
la superficie como resultado de una reacción química. 

Dos tipos:
-Proceso RCA (H2O2 como solución). 
-Piraña (Sulfúrico/Peroxido). 

El proceso RCA (antes de pasos de alta T) se desarrolla en dos 
pasos:
(SC-1) Mezcla 1:1:5 H2O2:NH4OH:aguaDI (80 ºC, 10-15 min).

(SC-2) Mezcla 1:1:6 H2O2:HCl:aguaDI (80 ºC, 10-15 min).
El proceso piraña (Mezcla 4:1 H2SO4-H2O2,  80 – 100 ºC, 10-15 min) se utiliza típicamente para eliminar 
de la superficie de la oblea las resinas utilizadas en litografía.
Como son dos agentes fuertemente oxidantes, al mezclarlos se produce una reacción exotérmica que, a su 
vez, calienta la solución hasta 150 – 180 °C, lo que ayuda al proceso de limpieza.

Después de los procesos siempre lavado en aguaDI.




